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Solution Série 02

EXERCICE 01
1. Equation de la droite de charge statique

Vbp = Rplp + Vps
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2. Ladroite de charge statique Ip = f(Vps) est donnée sur la fig.1
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Figure 1.

3. Coordonnées du point de repos Pgq pour Vg = —2V

Les coordonnées des points de repos Py, et Py, sont déduites de la fig.1 :[P01(7V; 1,8mA)}

4. Coordonnées du point de repos Py, pour Vg = —1V: [ Py,(5,5V; 4,5mA)}
5. Valeur de Ipgg

Ves =0 = 1Ip = Ipss

Dans ce cas, la valeur de I g est déduite de la fig.l.

EXERCICE 02
1. Point de fonctionnement centré au milieu de la droite de charge statique

La maille de sortie s’écrit :
Vbp Vbs

VDD:(RD+RS)ID+VDS':>ID:R TR R +R
D S D s

Pour assurer un point de fonctionnement centré au milieu de la droite de charge statique, I, doit vérifier
la condition suivante :

I — IDSS — VDD
PO 2 T 2(Rp +Ry)

2. Droite de charge statique
La droite de charge statique est représentée sur la fig.2.
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Figure 2. Droite de charge statique

Vpp _Vpp

Les coordonnées du point de fonctionnement Q sont : | Ip, = PISTEL Vpso = -~
D S

3. Calcul de Vg

Calculons tout d’abord la tension V-, en utilisant le diviseur de tension :
Voo = R2Vpp

RZ ™ R,+R,
En posant I; = 0, et en écrivant la maille d’entrée, on obtient :
Rslp + Vs = Vo = Vs = Vgz — Rslp

R,
Ves = mVDD — Rl
EXERCICE 03

1. Modéle équivalent du transistor en statique et réle de chacun de ses éléments

Rp: Résistance de charge du drain.
Rs: Résistance de polarisation. D
R: Résistance destinée a fixer I; = 0.
Ry = R;: Résistance de charge.

CLe et C5: Condensateurs de liaison.
Cs: Condensateur de découplage.

Figure 3. Modele équivalent en statique

2. Modele équivalent en dynamique (voir fig.4)
3. Calcul de ’amplification en tension, de la résistance d’entrée et de la résistance de sortie
vue a partir de la charge

a-Calcul de I’amplification en tension
C’est un montage source commune avec Rytie =P // Rp // Ry,
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Rortie = pRDRL = 2,73kQ
RpR, + Rp + Rpp
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Figure 4. Modele équivalent en dynamique
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L’amplification en tension est égale a : A, = V—Z = V—S
1 e

Vs = —=Rsortielp = —RsortiedmVes

Ve =V1="Vgs

A, = RsortiengGS _ R

V= = —Ymsortie
VGS

Rsortie = 2,73k (Avec charge)
Rsortie = p// Rp = 3,75kQ (Sans charge)

Ay = —8,19 (Avec charge)
Ay, = —=3%3,75 = —11,25 (A vide)

b-Calcul de la résistance d’entrée

V.
Re:,—l
L1

. RGil
Vi =V = Rgly 3 Re = —— = Rg = 2.2MQ)
1

c-Calcul de la résistance de sortie

Vs
Ry =—
lS
On enléve la charge R,
pPRp
R.=p//Rn =
s =P//Rp Ry +p
‘ R, = 3,75kQ ‘
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EXERCICE 04
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1. Schéma du montage en statique

C,.et C;¢ sont des condensateurs de liaison.
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Figure 5. Modele équivalent en statique

2. Modéle equivalent en dynamique
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Figure 6. Modele équivalent en dynamique

3. Calcul de Pamplification en tension, de la résistance d’entrée et de la résistance de sortie

a-Calcul de Ay
Ay = V;J R, =0

Vs = (p//Rs)gvaS
Ve—ves —Vs=0 =V, =vgs + V5

1
Vo= V() + 1
° C\p//RIGm) 7
5 ! = 0,85
7 U
(p//Rs)Gm

b-Calcul de la résistance d’entrée

Ve
Re=~-"=Ri//R, =12MQ

e

c-Calcul de la résistance de sortie

Vs
Roortie = 2| R = 0,V, = 0
Vo = (o//ROL
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Noeud S 11 = iS + ngGS
Is =11 — gmVss

b= olRs
D’autre part,on a:
I/e = sz+V; =0 = Vgs = _VS (2)

En combinant les équations (1) et (2), on obtient :

Vs ___ P//Rs
is 1+gm(p//Rs)

Rsortie -

= 285,30

On remarque que :
R, »
{Rsortie < Re
Ay =1

Donc ce montage est un montage adaptateur d’impédance.
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